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【手続補正書】
【提出日】平成19年12月6日(2007.12.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、少なくとも相変化記録層とこれに接する無機保護層を有し、該無機保護層が
、金属酸化物αを主成分とし、該金属酸化物αは、酸化していない金属元素及び／又は酸
化数が最大ではない状態にある金属酸化物を含み、かつ、波長λ＝６６０ｎｍにおける複
素屈折率ｎ＋ｉｋが、次の（１）式を満たすものであることを特徴とする光記録媒体。
　　　　　　　２．０≦ｎ≦４．０、　０≦ｋ≦１．０　　　（１）
【請求項２】
　金属酸化物αを構成する元素がＧｅ及び／又はＳｉであることを特徴とする請求項１記
載の光記録媒体。
【請求項３】
　基板上に、少なくとも第一保護層、相変化記録層、第二保護層、反射層が積層され、第
二保護層が前記無機保護層であることを特徴とする請求項１又は２記載の光記録媒体。
【請求項４】
　基板上に、少なくとも第一保護層、相変化記録層、第二保護層、反射層が順に積層され
、相変化記録層と第二保護層の間に、前記無機保護層を有することを特徴とする請求項１
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又は２記載の光記録媒体。
【請求項５】
　第一保護層及び／又は第二保護層が、ＺｎＳとＳｉＯ２の混合物を主成分とすることを
特徴とする請求項３又は４記載の光記録媒体。
【請求項６】
　反射層がＡｇ又はＡｇ合金を主成分とすることを特徴とする請求項３～５の何れかに記
載の光記録媒体。
【請求項７】
　反射層と第二保護層との間に、硫黄を含まない成分で構成される硫化防止層を設けたこ
とを特徴とする請求項６記載の光記録媒体。
【請求項８】
　相変化記録層がＳｂを主成分とすることを特徴とする請求項１～７の何れかに記載の光
記録媒体。
【請求項９】
　相変化記録層が、Ｓｂを主成分としＧｅ、Ｇａ、Ｉｎから選ばれる少なくとも１種の元
素を含有することを特徴とする請求項１～８の何れかに記載の光記録媒体。
【請求項１０】
　相変化記録層が、更にＴｅを含有することを特徴とする請求項９記載の光記録媒体。
【請求項１１】
　相変化記録層が、更にＳｎを含有することを特徴とする請求項９又は１０記載の光記録
媒体。
【請求項１２】
　基板が、トラックピッチ０．７４±０．０３μｍ、溝深さ２２～４０ｎｍ、溝幅０．２
～０．３μｍの蛇行溝を有することを特徴とする請求項１～１１の何れかに記載の光記録
媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　上記課題は、次の１）～１２）の発明によって解決される。
　１）　基板上に、少なくとも相変化記録層とこれに接する無機保護層を有し、該無機保
護層が、金属酸化物αを主成分とし、該金属酸化物αは、酸化していない金属元素及び／
又は酸化数が最大ではない状態にある金属酸化物を含み、かつ、波長λ＝６６０ｎｍにお
ける複素屈折率ｎ＋ｉｋが、次の（１）式を満たすものであることを特徴とする光記録媒
体。
　　　　　　　２．０≦ｎ≦４．０、　０≦ｋ≦１．０　　　（１）
　２）　金属酸化物αを構成する元素がＧｅ及び／又はＳｉであることを特徴とする１）
記載の光記録媒体。
　３）　基板上に、少なくとも第一保護層、相変化記録層、第二保護層、反射層が積層さ
れ、第二保護層が前記無機保護層であることを特徴とする１）又は２）記載の光記録媒体
。
　４）　基板上に、少なくとも第一保護層、相変化記録層、第二保護層、反射層が順に積
層され、相変化記録層と第二保護層の間に、前記無機保護層を有することを特徴とする１
）又は２）記載の光記録媒体。
　５）　第一保護層及び／又は第二保護層が、ＺｎＳとＳｉＯ２の混合物を主成分とする
ことを特徴とする３）又は４）記載の光記録媒体。
　６）　反射層がＡｇ又はＡｇ合金を主成分とすることを特徴とする３）～５）の何れか
に記載の光記録媒体。
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　７）　反射層と第二保護層との間に、硫黄を含まない成分で構成される硫化防止層を設
けたことを特徴とする６）記載の光記録媒体。
　８）　相変化記録層がＳｂを主成分とすることを特徴とする１）～７）の何れかに記載
の光記録媒体。
　９）　相変化記録層が、Ｓｂを主成分としＧｅ、Ｇａ、Ｉｎから選ばれる少なくとも１
種の元素を含有することを特徴とする１）～８）の何れかに記載の光記録媒体。
　１０）　相変化記録層が、更にＴｅを含有することを特徴とする９）記載の光記録媒体
。
　１１）　相変化記録層が、更にＳｎを含有することを特徴とする９）又は１０）記載の
光記録媒体。
　１２）　基板が、トラックピッチ０．７４±０．０３μｍ、溝深さ２２～４０ｎｍ、溝
幅０．２～０．３μｍの蛇行溝を有することを特徴とする１）～１１）の何れかに記載の
光記録媒体。
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